




































专利名称(译) 用于有机发光装置的半导体空穴注入材料

公开(公告)号 CN1452442A 公开(公告)日 2003-10-29

申请号 CN03123115.2 申请日 2003-04-17

[标]申请(专利权)人(译) 佳能株式会社

申请(专利权)人(译) 佳能株式会社

当前申请(专利权)人(译) 佳能株式会社

[标]发明人 BR辛
李晓常
A塞林格

发明人 B·R·辛
李晓常
A·塞林格

IPC分类号 H01L51/50 C09K11/06 H01L51/00 H01L51/30 H05B33/26 H01B1/12

CPC分类号 H01L51/0095 H01L51/002 H01L51/0059 H01L51/006 H01L51/0094 H01L51/5048 H01L51/5088 
Y10S428/917 Y10T428/26

代理人(译) 任宗华

优先权 10/124236 2002-04-18 US

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及有机发光装置(OLED)中的具有空穴传递能力的氧化的电荷传
递材料。电荷传递化合物包括多于两个的三芳胺基，或包括至少一个三
芳胺基和至少一个芴基，并部分与氧化剂，例如路易斯酸络合，氧化剂
的含量优选为约0.2到约20的重量％。得到的电荷传递材料显示出良好的
空穴传递特性和成膜特性。
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